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レーザー光の高いエネルギー密度によって瞬間的に固体物質を融解・蒸発・プラズマ化するレ

ーザーアブレーションを利用した応用には，切断，穴あけといった材料加工や表面微細加工が挙

げられ，その他にも極端紫外光生成，薄膜堆積，微粒子作製など様々存在する．一般に，微細加

工においては熱影響を抑制した高精度加工を実現できるパルス幅 fs～ps オーダーのパルスレーザ

ーが用いられる．一方，我々は nsオーダーのパルスレーザーを用いた熱的レーザーアブレーショ

ンを積極的に活用した高効率な材料加工や半導体微粒子作製に成功した．本講演では半導体材料

を対象とした結晶微粒子作製および金属薄膜の高効率穴あけ加工について報告する． 

ワイドギャップ半導体である ZnO に対して大気中にて Nd:YAGレーザー（波長 1064 nm，17 ns）

を集光照射し，熱的レーザーアブレーションによって生じるドロップレットを利用することで

Fig. 1に示すような半導体結晶粒子の作製に成功した[1,2]．このとき，緩和発振パルスを用いるこ

とで高効率に微粒子を作製できることを見出した（Fig. 2）．さらに，螺旋波面をもつ光渦パルス

を用いることで，ドロップレットの飛翔方向や微粒子の粒径制御を実証した[3]． 

次に，厚さ 25 μmの金属薄膜に対して緩和発振パルス（1064 nm，1 mJ）を照射すると，8 nsパ

ルス（1064 nm, 20 mJ）の場合には貫通穴形成に 10パルス要したのに対し，単一パルスで高効率

な貫通穴形成を達成した． 
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Fig.1 SEM images of (a) ZnO and (b) Si 

microparticles. 
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Fig.2 High-speed image during relaxation 

oscillation pulse irradiation to ZnO target. 
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